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COMMANDS D'UNE CELLULE PHOTOSENS IBLE 

La presente invention concerne la commande d'une cellule 
photosensible d'un capteur d ! images destine a etre utilise dans 
des dispositifs de prise de vues tels que, par exemple, _ des 
cameras videos ou des appareils photographiques numeriques. Plus 
5 particulierement , la presente invention concerne une cellule 
photosensible realisee sous forme monolithique a base de semi- 
conducteurs. 

La figure 1 illustre schematiquement le circuit d^une 
cellule photosensible d'une matrice de cellules photosensibles 

10 reparties en rangees et en colonnes d'un capteur d' images. A 
chaque cellule photosensible de la matrice sont associes un 
dispositif d' initialisation et un dispositif de lecture. Le 
dispositif d 1 initialisation est constitue d ! un transistor MOS a 
canal N M^, interpose entre un rail d 1 alimentation Vdd et un 

15 noeud de lecture S. La grille du transistor d' initialisation 

est propre a recevoir un signal de commande d 1 initialisation 
RST. Le noeud de lecture S est propre a stocker des charges. 
Pour ce faire, une diode realisee par un composant distinct peut 
etre connectee au noeud S . La capacite du noeud S peut egalement 

2 0 correspondre aux capacites des sources des transistors M 1 et 1^4, 
a la capacite d' entree du transistor M 2 ainsi qu f a 1* ensemble 
des capacites parasites presentes au noeud S. 
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Le dispositif de lecture est constitue de la connexion 
en serie de premier et second transistors MOS a canal N M 2 , M 3 . 
Le drain du premier transistor de lecture M 2 est connecte au 
rail d-alimentation Vdd. La source du second transfer de 
lecture M 3 est connectee a une borne de sortie P. La grxlle du 
premier transistor de lecture M 2 est reliee au noeud de lecture 
S La grille du deuxieme transistor de lecture M 3 est propre a 
recevoir un signal de lecture RD. La position relative des 
transistors de lecture M 2 et M 3 peut eventuellement etre xnversee 
sans modifier sensiblement le f onctionnement de 1'apparexl. 

La cellule photosensible comprend une photodxode D 
dont l«anode est reliee a un rail d- alimentation de reference ou 
nasse du circuit GND et la cathode eSt reliee au noeud de 
lecture S par 1 ■ intermediate d'un transistor MOS a canal N de 
transfert M 4 . La grille du transistor de transfert M 4 est propre 
a recevoir un signal de commande de transfert T x . De facon 
generale, les signaux RD, RST, et T x sont foumis par des 
circuits de commande non represents en figure 1 et peuvent etre 
foumis simultanement a 1- ensemble des cellules photosensibles 
a- une meme rangee de la matrice de cellules. Les bornes de 
sortie P des cellules photosensibles d'une meme colonne sont 
reliees a un circuit de traitement (non represents) . 

La figure 2 represente un exemple de chronogramme des 
signaux RD, RST, T x de la tension V s entre le noeud de lecture S 
et la masse du circuit, et de la tension V D aux bornes de la 
photodiode D du circuit de la figure 1 entre deux cycles de 
lecture de la cellule photosensible. Les signaux RD, RST et T x 
sont des signaux binaires variant entre des niveaux hauts et bas 
qui peuvent etre differents pour chacun des signaux. 

La duree Trd correspond a la duree d'un cycle de 
lecture. Au debut d-un cycle de lecture, une certaine quantxte 
de charges (des electrons) est stockee au niveau de la 
photodiode D. Le cycle de lecture debute lorsque le srgnal RD 
passe au niveau haut ce qui correspond a la selection de la 
i rangee de la matrice contenant la cellule photosensible a Ixre. 
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Le signal RST est alors a l'etat haut. Le transistor d 1 initia- 
lisation M x est done passant . La tension V s est alors sensi- 
blement egale a la tension Vdd. Le signal RST est alors mis a 
l'etat bas. Le transistor d 1 initialisation M x est done bloque. 
5 La tension V s au noeud de lecture S est alors fixee a un niveau 
d 1 initialisation Vrs T qui peut etre inferieur a la tension Vdd 
en raison d'un couplage avec le transistor d ! initialisation M±. 
Le niveau d ! initialisation Vrst est generalement perturbe par un 
bruit provenant essentiellement du bruit thermique du canal du 

10 transistor d' initialisation . Ce bruit est echantillonne et 
maintenu sur le noeud de lecture lors du blocage du transistor 
d 1 initialisation M]_. Le niveau d* initialisation Vrst est alors 
memorise a I'exterieur de la cellule photosensible par 
1 ■ intermediaire des transistors de lecture M 2 , M3 . 

15 Le signal de commande de transfert T x est alors mis a 

l'etat haut, Le transistor de transfert M 4 est done passant ce ; ,qui 
permet le transfert des charges stockees dans la photodiode D vers 
le noeud de lecture S. La photodiode D est congue de telle sorte 
que toutes les charges stockees dans celle-ci sont transferees 

2 0 vers le noeud de lecture S. La tension V s diminue alors jusqu'a un 
niveau de signal utile Vy. Le signal T x est ensuite remis au 
niveau bas. La photodiode D est done isolee a nouveau et, en 
raison de 1 1 eclairement lumineux, des charges sont a nouveau 
stockees. Le niveau de signal utile Vq au noeud de lecture S est 

2 5 alors lu par 1 ! intermediaire des transistors de lecture M 2 , M3 . 

Comme le niveau d' initialisation Vrst, 1^ niveau de signal utile 
est perturbe notamment par le bruit thermique du canal du 
transistor d 1 initialisation qui a ete echantillonne et maintenu 
sur le noeud de lecture. La soustraction des signaux Vg et Vrst 

3 0 par le circuit de traitement permet 1' elimination du bruit du 

transistor d 1 initialisation Mi par. un double echantillonnage 
correle. Le signal RST est mis a l'etat haut. La tension V s au 
noeud de lecture S est alors maintenue egale a la tension Vdd. Le 
cycle de lecture se termine lorsque le signal RD est mis a l'etat 
3 5 bas pour deselectionner la cellule photosensible. 
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La duree T re entre le ato* de deux cycle, de lecture 
d .nne meme ranges de cellules photosensibles ~rresp^ a la 
durie cu pericde d'une trame du capteur damages "~ ^ 
entre la fin d'un cycle de lecture d'une rangee de cellules et 
s " debut du cycle de lecture sulvant de la .erne rangee de 
5 lints pent 7tre telle gue lens d.un eclairement ^ ~ 
^ saturate de la photodiode pent — 11 j£ ^ 
^referable de limiter la duree T INT de la phase a y 
^rrUelle des charges sent foimees et stocks au niveau 

L0 de cha^e P— ^ ^ de — classique consiste 

a n.intenir le signal de con^ande d- ^^^^^ 
haut pendant toute la duree T IRD entre deux cycles de lecture 
haut pendan comman de de transfert T x est mis 

d-une meme rangee. Le signal lec ture. La 

15 a l'etat haut peu apres la fin dun cycle 

Dhotodi ode D se decharge alors en permanence vers le rail 
photodicde D ^ & llach g vement 

d- alimentation. Le signal T x esc mxs ci 

* i. «4n riii c-vcle de lecture pour commencer 
d'une duree Trst apres la fin du cycle ae 

„ pbase --^^ de plus en plus d enses a^c des 

commande de plus en plus faibles, no 

b on transfert de cbarges de la pbotodiode D vers ™^ 
lecture S pendant un cycle de lecture on avant le debut 

" ^tT^iorer le transit de cbarges, on augmente le 

« - — t * r/trensLrr c™:r lq :: 

transfert H 4 pour angmenter 1 intensite a v 
permettant le passage des charges. Toutefois. si ce nivea 
3 0 devient trop important, un puits de potentiel se cree dans le 
fanal du trustor de transfer^ ^~J^™Z etre 
r^s d ^^rde"s 9 dsns P la region de canal 
^sister de transfert «ne partie de ces cbarges pent 
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alors etre renvoyee vers la photodiode D lors du front descen- 
dant du signal T x du niveau haut vers le niveau bas. 

Lorsque la cellule photosensible est soumise a un 
faible eclairement , il apparait que le risque de retour de charges 
est plus important avec une telle mise en oeuvre lorsque le 
signal de transfert T x est mis a l'etat bas avant le debut d f une 
phase d ■ integration que lors d'un cycle de lecture. Ceci peut se 
traduire par une injection de charges depuis le noeud de lecture 
S vers la photodiode avant la phase d 1 integration et conduire a 
un offset du signal mesure ulterieurement en 1' absence de 
lumiere s 1 accompagnant par une augmentation des non uniformites 
a bas niveau de signal . 

La pre sent e invention prevoit un procede et un dispo- 
sitif de commande d'une cellule photosensible permettant d'ame- 
liorer le transfert complet des charges de la photodiode vers,, le 
noeud de lecture avant le debut d f une phase d 1 integration de. la 
photodiode . % 

Dans ce but, la presente invention prevoit un procede 
de commande d'une cellule photosensible comprenant une photo- 
diode reliee a un noeud de lecture par 1 ' intermediaire d'un 
transistor MOS de transfert, le noeud de lecture* etant ^eli^e a 
une source d'un potentiel de reference par 1 1 intermediaire d'un 
transistor MOS d' initialisation, comprenant de fagon cyclique 
une phase d'attente d'une duree non nulle a la fin de laquelle 
la photodiode est isolee du potentiel de reference ; une phase 
d ! integration pendant laquelle la tension de la photodiode varie 
depuis une tension d ' initialisation jusqu'a une tension utile 
qui depend de 1 1 eclairement ; et une phase de lecture d'une ten- 
sion representative de la tension utile, dans lequel l 1 isolation 
de la photodiode du noeud de lecture en fin de phase d'attente 
comprend les etapes de mise a l'etat passant du transistor de 
transfert, le transistor d 1 initialisation etant bloque ; blocage 
du transistor de transfert ; et mise a l f etat passant du tran- 
sistor d 1 initialisation. 
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Selon un mode de realisation de la presente invention 
!• etape de mise a 1'etat passant du transistor de transfert est 
1 etape ae m hlocaae du transistor d'imtiali- 

prilcedee par une etape de blocage 
nation le transistor de transfert etant bloque. 

selon un m ode de realisation de la presents invention, 
un blocage du transistor de transfert est £ 
phase de lecture qui precede la phase d'attente, J e 
transfert etant rcaintenu bloqu* au debut de la phase d attente 

selon un m ode de realisation de la presente invention 
un blocage du transistor de transfert est realise pendant la 
Zl d'attente avant le blocage du transistor d' initialise^ 
P selon un m ode de realisation de la presente invention 

le transistor d' initialisation est rendu passant des la fin de 
la IZe t lecture qui precede la phase d'attente et est - 
tenu passant au debut de la phase d'attente. 

selon un ™de de realisation de la presente invent on, 
l.etape de blocage du transistor d' initialisation •* 
oendant la phase de lecture qui precede la phase d'attente le 
"stor d. initialisation etant maintenu bloque au debut de la 

0 phase ^ ae rfalisation de la presen te invention. 

le transistor de transfert est rendu passant de facon te^orarre 
plusieurs fois pour decharger la phctodiode en fin de phase 
£"e le transistor d' initialisation etant »,intenu bloque. 
d attente. ^ m £ 

d e conmande d'une cellule photosensible covenant une photo^ 
Sode dont la tension varie en fonction de Leclarre^ la 
photcdicde etant reliee a un noeud de lecture ^ ™ 
Ldiaire d'un transistor MOS de transfert, le noeud ^ ecture 
30 etant relie a une source d'un potentiel de reference par 1 inter 
Sfaire d.un transistor « d' initialisation un ^ 
lecture d'une tension representative de la tension de la ^ photo 
dloue un n»yen d' isolation de la phctodiode du potentiel ^ de 
rererence et un m oyen de te^orisation pour retarder 1' isolation 
35 al ia Photcdicde par le m oyen d' isolation apres la lecture de la 
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tension representative par le moyen de lecture, dans lequel le 
moyen d 1 isolation comprend un moyen pour rendre temporairement 
passant le transistor de transfert tout en maintenant le tran- 
sistor d 1 initialisation bloque. 
5 Selon un mode de realisation de la presente invention, 

les transistors . MOS d f initialisation et/ou le transistor MOS de 
transfert sont partages entre plusieurs cellules photosensibles . 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
le moyen de lecture est partage entre plusieurs cellules photo- 
10 sensibles. 

Ces objets, caracteristiques et avantages, ainsi que 
d ! autres de la presente invention seront exposes en detail dans 
la description suivante d'exemples de realisation particuliers 
faite a titre non limitatif en relation avec les figures jointes 
15 parmi lesquelles : .~. 

la figure 1, precedemment decrite, represente un 
schema electrique d , une cellule photosensible ; - t 

la figure 2, precedemment decrite, illustre un chrono- 
gramme classique de tensions caracteristiques du circuit de la 
2 0 figure 1 ; 

la figure 3 represente une vue en coupe partiplle et 
schematique d'une partie du circuit de la figure 1 realisee sous 
forme monolithique ; 

les figures 4A a 4H representent , de fagon schematique 

2 5 des niveaux de potentiel dans la structure de la figure 3 a des 

instants domes du chronogramme de la figure 2 ; et 

la figure 5 represente un exemple de chronogramme de 
tensions caracteristiques selon la presente invention du circuit 
de la figure 1 . 

3 0 Les inventeurs ont etudie Involution des potentiels 

caracteristiques au niveau d f une cellule photosensible de fagon 
a mettre en evidence les phenomenes qui favorisent le retour de 
charges lors d ! un cycle de lecture ou avant le debut d'une phase 
d ! integration d ! une cellule photosensible. 



1 er depot 



8 



La figure 3 illustre, salon une vue en coupe partlelle et 

schematique, une realisation classique sous -™ J^™* * 

.ense^le de la ****** ». * «~ * ^ « son t 

transistor "^^.^uLtrat semicc^ducteur X 

realises dans une meme zone active a un 

^ premier type de conductivity par exemple de type P, fortement 

IS ^ • " —*»«= est relie au rail d ' al "Ti 

SrenL ». X, zone active correspond a une couche 3J* — 
type de conductivity que le substrat X sous-.acent mais plus 
element dopee. par exe^le une couche epitaxiee^ An-dess* , * Xa 
surface de Xa couche 3 sent formees deux structures de gnXles 
TsSfs 4. , eventuellement munies d'espaceurs lat^ ~ 
respectivement aux transistors M, et %. A gauche de Xa grille 4 
respectivemen , _ at » ^ce de la grille 5, se trouvent 

entre les grilles 4, 5 et a oroice a 
3 respectiverrent, a la swface de la couche 3, des regxons 6. 7, 
type de conductivity oppose, par exerrple N. 

La region 7, intermediate entre les grxlles 4, 5 est 

«* dopee (N+) et forme respectivement le drain et la 

fortement aopee ) suite 
source des transistors H, et M,. Bile est appelee par la suite 
„ de lecture 7. La region 6 a gauche de la structure de 

grille 4, appexee par la suite region de photodiode est 
tealisee sur Ze surface heaucoup plus importance que la region 
eTxeoture 7 Elle constitue la source du transistor M 4 et for™ 
r/rdche 3 sous-.acente Xa potion de X* -^J^ 
, 5 region 8, a droite de Xa grille 5, appelee par Xa suit g 

dentation, forme le drain du trans istor «x ~ J"""^ ^ 
region de Xecture 7, Xa grilXe 5 et Xa region d ' alimentation 8 
sent solidaires de connexions (non representees, qui permettent 
dl Utre en contact ces regions respectivement avec Xe signal 
3„ * cL*nde de transfert T x , la grille du ^f*or \^ 
SI le signal de commande &■ initialisation RST et le raiX 
d.ll^ntatTon vdd. La photodiode D est du type dit 
depXSte et comporte, a Xa surface de Xa region de photodiode 6 
« Jegion de type P 10. pen profonde et pXus fortement dopee 
35 ™, que xa cJL 3 et connectee au potentieX de reference ou 
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masse par 1 1 intermediaire de la couche 3 et du substrat 1 . Les 
regions de canal des transistors M4 et Ml sont respect ivement 
designees par les references 11 et 12 . 

Les figures 4A a 4H illustrent de fagon schematique 
5 les niveaux de potentiel les plus eleves dans les differentes 
regions de la figure 3 successivement a des instants successifs 
to et tg du chronogramme de la figure 2 . 

A l 1 instant t 0 , au debut d'un cycle de lecture de la 
cellule photosensible, la photodiode D a stocke une quantite de 
10 charges representee par une zone hachuree Q sur la figure 4A, 
delimitee par un potentiel VD correspondant au potentiel dans la 
region de photodiode 6 et le potentiel V DR de la photodiode D 
lorsqu'elle est completement dechargee. Le signal de commande de 
transf ert T x est a 1 ' etat bas . Le potentiel de la region de 
15 canal 11 du transistor M 4 est done proche de zero volt. *|Les 
potentiels de la region de lecture 7, de la region de canal^ 12 
du transistor M 4 , et de la region d T alimentation 8 sontyau 
potentiel de 1 1 alimentation Vdd. 

A l 1 instant t^, corame cela est represents en figure 

2 0 4B, le signal de commande d f initialisation RST est mis a l'etat 

bas. Le potentiel de la region de canal 12 du trainsistor, M^i-est 
done proche de zero volt . En raison des phenomenes de couplage 
entre la region de lecture 7 et le transistor M^, le potentiel 
de la region de lecture 7 passe a un potentiel V RST legerement 
25 inferieur au potentiel de 1 1 alimentation Vdd. 

A 1' instant t2, comme cela est represents en figure 4C, 
le signal de canmande de transf ert T x est mis a un etat haut 
suffisamment eleve pour que le potentiel Vq de la region de canal 
11 soit superieur a Vdd. Le potentiel de la region de lecture 7 

3 0 augmente jusqu'a un potentiel Vq en raison du couplage entre le 

transistor M 4 et la region de lecture 7. Ceci permet d ! accroitre le 
chanp electrique favorisant le transf ert des charges de la 
photodiode D vers le noeud de lecture S. Les charges stockees au 
niveau de la photodiode D s'ecoulent vers la region de lecture 7 et 
3 5 font augmenter le potentiel de cette region jusqu'a la valeur . 
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- i r-h-roe O est relativement faible, le potent iel Vj. 
Dans le cas ou la charge Q est re r ^ ion ^churee Q' 

pent etre superieur a Vdd et super^ ^ les charge s 
delimitee par les potentiels V 0 et W x rep 
stocks au niveau de la region de lecture 7 ^ 

A 1" instant t 3 , comme cela est repn 
4D le sigll de transfer, T x est nds a Letat .as. le potentiel 
de la relon de canal 11 du transistor M 4 passe done a sero^ 
de la region os r s a ion de canal 11 pour de 

„ cfcarge *tant ^ ^ ^our de Carge vers la 
TZ-TZ - co^ageTu front du signal de transfer! T x 
iSriTpotentU ;. 9 — 1 «— t an potential Vrst de la 

£i9UrS 4B fi Vinstant t 4 , co»e cela est represent, en figure 
4E , xe signal de e— . ----- «S T est ^a ^etat 
te s. I- potentiel de la region de Q „ 
aug^nte done de facon ^ ^ ? vers la r , gion 
stockees au niveau de la region a 

dentation S. - ^ ^ 
-i-ent ^ ™ r du^t en ^ ^ 

4 , ap .s la fin du ^ ^ ^ 
phase d- integration suivante les sign 

tit r = •« •» »-r»:r * 

* rransfert Tv est mis a l'etat haut. 

sianal de commande de transtert: i X « 

4G, le sigiiAJ- ^ ~v,r,t-ndiode D s'ecoulent 

' ^ charges stores au niveau de ^ rfgion6 

^•k-c la rpaion d' alimentation » et ^ 

vers la reyiuu charaes sont 

^ no «t- ft se stabilisent a la valeur Vdd. Des cnarge 

0 11, 7, 12 et 8 se staoi ^ ^ ^ 



' • ■ *~ i a reaion de canal 11 et sonu 

al ors stocks au ^x^tee par le potentiel 

^presentees par la zone t^hure Q ^ ^ ^ ^ 

Vdd et le potentiel V c fixe par 
signal de commande de transfert T x . 
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Les inventeurs ont mis en evidence, en figure 4G, que 
lorsque le signal T x est mis a l'etat haut, il ne se produit pas 
de couplage entre le transistor M 4 et la region de lecture 7. En 
effet, le transistor M± etant ouvert, la region de lecture 7 
5 n'est pas isolee de la region d' alimentation 8 et se trouve done 
a faible impedance. 

A 1' instant t-j , comme cela est represents en figure 
4H, le signal de commande de transfert T x est mis a l'etat bas . 
Une partie des charges Q" stockees au niveau de la region de 
10 canal 11 en figure 4G risque alors d'etre renvoyee vers la 
photodiode, comme cela est illustree de fagon schematique par la 
quant ite de charges Q m . 

La presente invention consiste done a proposer un 
chronogramme particulier des signaux de commande d 1 une cellule 
15 photosensible avant le debut d'une nouvelle phase d 1 integration 
de fagon a reduire le risque de retour de charges. 

La figure 5 represente deux exemples de realisation 
d'un chronogramme selon 1' invention. Dans le premier exemple de 
realisation represente en traits pleins, le signal d'initia- 
2 0 lisation RST est maintenu a l'etat passant depuis la fin du 
cycle de lecture et le signal de commande de transfert A T X est 
mis a l'etat haut peu apres la fin du cycle de lecture. Le 
procede de commande prevoit, avant le debut d'une phase d' inte- 
gration Tjjsjt, ^ e mettre au niveau bas successivement le signal 

2 5 T x et le signal RST. Le signal T x est alors remis a l'etat haut 

un court instant puis a nouveau a l'etat bas. On beneficie alors 
du couplage favorable illustre en figure 4C entre le transistor 
M4 et la region de lecture 7 du au fait que celle-ci est a haute 
impedance lors de la mise a l'etat haut du signal T x puisqu'elle 

3 0 est alors isolee de la region d ' alimentation 8. Le premier front 

descendant du signal T x est ef fectue alors que le signal RST est 
a l'etat haut afin que la region de lecture 7 soit a faible 
impedance et qu'il n'y ait pas de couplage defavorable entre le 
transistor de transfert M4 et la region de lecture 7. 



1 er depot 



12 



Selon le second exemple de realisation, represents en 
traits pointilles, les signaux RST et T x sont maxntenus a 1'etat 
bas depuis la fin du cycle de lecture precedent La presente 
invention prevoit de mettre un court instant a Letat haut le 
signal RST pour decharger complement le noeud de lecture et 
de le remettre a 1'etat bas puis de mettre un court instant a 
1-etat haut le signal T x et de le remettre a 1'etat bas alors 
que le signal RST est tou jours a l'etat bas. 

La presente invention consiste done avant de debuter 
une nouvelle periode d< integration, d'effectuer le front : montant 
et un front descendant du signal de commande de transfert 
lorsque la region de lecture 7 est a haute impedance pour bene- 
f icier d'un couplage favorable. 

II est a noter, que plusieurs impulsions successxves 
du signal de commande de transfert T peuvent etre prevues avant 
le debut d'une periode d ' integration . 

Le precede de commande selon 1' invention permet 
d-obtenir, lors de la decharge de la photodiode avant le debut 
d-une phase d- integration, un phenomene de couplage ^re^le^ 
perm* da reduire le risque de retour de charges vers la photedxode 
forsque la quantite de charges stocxee dans la photedxode 
faible. On reduit done 1'apparition de defauts sur una xmage formee 
a partir de la lecture des cellules photosensibles partxculxerement 
poL de faibles eclairages. Ceci est partxculxerement avantageux 
etant donne la sensibilite accrue des utilisateurs aux defauts des 
images obtenues sous de faibles eclairages. 

Bien entendu, la presente invention est susceptxble de 
diver ses variantes et modifications qui apparaxtront a 1-homme 
de 1-art. En particulier, 1-invention a ete decrxte dans le 
> cadre d'une cellule photosensible a quatre transxstors MOS 
' (cellules 4T) . II est clair que la presente invention trouve una 
application pour d'autres types de cellules photosensxbles . II 
s-agit, par exemple, d'une cellule photosensible ayant un ou 
plusieurs transistors MOS en commun avec une ou plusieurs autres 
5 cellules photosensibles. 
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REVENDICATIONS 

1. Precede de commande d'une cellule photosensible 
comprenant une photodiode (D) reliee a un noeud de lecture (S) 
par 1 1 intermedial re d'un transistor MOS de transfert (M4) , le 
noeud de lecture etant relie a une source d , un potentiel de 

5 reference (Vdd) par 1 1 intermediaire d'un transistor MOS 
d' initialisation (M^) , comprenant de fagon cyclique : 

une phase d'attente d'une duree non nulle a la fin 
de laquelle la photodiode est isolee du potentiel de reference ; 

une phase d' integration pendant laquelle la tension 
10 de la photodiode varie depuis une tension d 1 initialisation 
jusqu'a une tension utile qui depend de 1 1 eclairement ; et 

une phase de lecture d'une tension representative 
de la tension utile, 

caracterise en ce que 1 1 isolation de la photodiode du 
15 noeud de lecture en fin de phase d'attente comprend les etapes 
suivantes : 

mise a l ! etat passant du transistor de transfert, 
le transistor d l initialisation etant bloque ; 

blocage du transistor de transfert ; . et 

2 0 - mise a l'etat passant du transistor 

d 1 initialisation. 

2. Procede selon la revendication 1, dans lequel 
l ? etape de mise a l ! etat passant du transistor de transfert (M4) 
est precedee par une etape de blocage du transistor 

25 d 1 initialisation (W^) , le transistor de transfert etant bloque. 

3 . Procede selon la revendication 1 , dans lequel un 
blocage du transistor de transfert (M4) est realise pendant la 
phase de lecture qui precede la phase d'attente, le transistor 
de transfert etant maintenu bloque au debut de la phase 

3 0 d ! attente. 

4. Procede selon la revendication 1, dans lequel un 
blocage du transistor de transfert (M 4 ) est realise pendant la 
phase d'attente avant le blocage du transistor d ' initialisation 
(Mi) . 
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5 . Precede salon la reversion i. dans 1^ le 

l a phase de lecture qui precede la phase a 

^Xntenu passant an d^de ^ ^^ToT 2 , ^ leguel 

/' ™ ^Tr— d.initialisation W est 
X. 4 tape de blocage du^ ^ ^ phase 

au d4b ut de la^se detente. ^ ^ , 

10 Proceae passant de fagon 

transistor de transfert «.) P ptotodio de 0» en 

te^oraire P—J^ ^r^T *■ initialisation 0* 
fin de phase d'attente, ±e ticu 

etant naintenv , ^ photosensible 

15 ^ren^pnotodioae « « ^-cn ^arie en ^ctron 
de veclaire.ent, la photodrode H0S de trans£ert 

lecture (S, par 1 • inter*edrarre 4Um trans-to ^ 

(M4) , le noeud de ^« ^int^diaire d'un transistor 
20 potentiel de reference (Vd d, ^ ^1 ^ 
MOS ^initialisation 0£ , - ^ photodi ode, un ™>yen 

tension representative de la te " S1 ° fle rt£6rence et un 

^isolation de la photodrode du potentre ^ ^ 

moy en de t^orisation pour lecture de la 

« *«~ *~ ^tirTar^tTdeTecture, caract t rise en 
t ension representatrve pa ^ ^ ^ pour rendre 

ce que le noyen transistor ae transfert tout en 
temporairement passant 

— v^^rrr— 8 , dans ^ 

30 le5 transistors d. initialisation 

„OS de transfert <M 4 > sent partages entre plusreu 
photosensibles , 
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10. Dispositif selon la revendication 8, dans lequel le 
moyen de lecture (M 2 , M 3 ) est partage entre plusieurs cellules 
photosensibles . 
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